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1. Du skall gora en analys av tva-porten nedan, bestdende av tre stycken
transmissionsledningar och en kondensator. Designfrekvensen &r 1 GHz.
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a) Bestam in-impedansen fér port 1 nar en last pa 100 Q ansluts till port 2
b) Bestdm S-parametrarna for natet nar systemimpedansen ar 50 Q

(4p)

2. En forstarkare ar designad i microstrip enligt nedan. Substratet ar Rogers
RT/Duroid 5880 med permittiviteten (er) 2.2, och tjockleken 20 mil (0.5 mm).
Langderna pa stubbarna &r lpias = 18.6 mm, Is = 2.8 mm, och Iy = 10 mm. Avstanden
mellan transistorn och stubbarna ar ds = 24.5 mm, och d; = 6.1 mm. Bredden pa
microstripen & W = 1.6 mm, och Whiss = 0.8 mm. Kondensatorerna ar 100 pF.

Ut

a) Bestam den karakteristiska impedansen for microstrip- samt biasledningarna

b) Bestdm designfrekvensen for forstarkaren

¢) Bestim I's samt ', sett fran transistorn vid designfrekvensen nar en generator
med 50 Q impedans ansluts till ingangen, och en 50 Q last pa utgangen

(4p)

3. Transistorn i uppgift 2 har féljande S-parametrar vid designfrekvensen:
g = [0.8490° 0.01490°]
520° 0.920°

a) Givet de framtagna I'ssamt I'L i uppgift 2, gor en analys om forvantad prestanda
for forstarkaren, finns det nagra problem med designen?
Om Uppgift 2 ej &ar 16st, antag /s =0.62180° och 71 =0.920°

b) Om problem identifierats i a), foresla en lamplig 16sning, samt bestam vilken
maximal forstarkning som kan fas fran transistorn



4. En LNA skadesignas vid 6 GHz med minst 12 dB forstarkning, och maximalt 1 dB
brusfaktor. Till ditt férfogande har du en transistor med foljande S- och brus-
parametrar:

0.92180° 02£0° ]

$= [ 4,180°  0.72 —90°

Fmin = 05 dB, Rn = 50 Q, Fopt = 074900

a) Bestam I's och I'. sa att specifikationen uppfylls
b) Bestam ett L-anpassningsnat med hog-pass karakteristik for ingangen

(4p)

5. LNAn i uppgift 4 skall anvandas i en mottagare enligt figuren nedan. Forst sitter
ett filter med 0.5 dB férlust, sedan LNAn, och sist en buffertforstarkare med 20 dB
forstarkning och en brusfaktor pa 3 dB.
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Ett effektsvept har dven matts upp pa LNAn, dar uteffekten vid
designfrekvensen (fo), samt tredje 6vertonen (3fo) har bestamts enligt nedan.
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a) Bestam brusfaktorn samt forstarkning for hela mottagaren
b) Besttam 1 dB kompressionspunkten (P1dB, P1) samt tredje ordningens
skarningspunkt (OIP3, P3) for LNAN
(4p)



